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L Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 

the international application as originally filed 
the description: 

P a S es 1-28 , as originally filed 

P ages , filed with the demand 

Pages , filed with the letter of 

the claims: 

P a S es ___ , as originally filed 

P a £ es . , as amended (together with any statement under Article 19 

P a S es filed with the demand 

P^ 68 L±l , filed with the letter of 08 June 2004 (08.06.2004) 

the drawings: 

P a S es 1/4-4/4 , as originally filed 

P a 6 es , filed with the demand 

pages , „, filed with the letter of 

I I the sequence listing part of the description: 

pages , as originally filed 

pages . — - __ , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

TTiese elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

(HI the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23 . 1 (b)). 
the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing* 

□ contained in the international application in written form. 

□ filed together with the international application in computer readable form. 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

O furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

d The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

□ 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of 
□ the description, pages 



□ 

□ the drawings, sheets/fig m 



the claims, Nos. 



5 PI This rep0rt haS been established *s if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
— beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as u originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item J and annexed to this report. 
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| V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement ^ 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1, 17 



1, 17 



1, 17 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

WO-A-0 219 420 (Dl) , which is considered to represent the 
closest prior art, discloses (see, in particular, 
abstract; page 9, line 8 to page 10, line 19; page 23, 
line 4 to page 26, line 4; and figures 1 and 2) a 
substrate having a layered arrangement and a process from 
which the subject matter of claims 1 and 17 differs in 
that an electrically conductive passivation layer is 
provided at least between the useful structure and the top 
layer. 

The subject matter of claims 1 and 17 is therefore novel 
(PCT Article 33 (2) ) . 

The problem addressed by the present invention may 
therefore be considered that of providing a barrier to 
prevent the diffusion of material from the useful 
structure in order to increase freedom of choice with 
respect to the material forming the top layer. 

The solution to this problem proposed in claims 1 and 17 
of the present application involves an inventive step (PCT 
Article 33(3)). The reasons are: 

Although the feature of a passivation layer at least 
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between the useful structure and the top layer has been 
used in a similar layered arrangement (cf . US-A- 
2002/0016058, in particular paragraph [0040] ) , this 
document proposes an electrically insulating layer. 

The proposal made in US-A-2002/0016058 therefore does not 
correspond to the distinguishing feature of claims 1 and 
17, in which an electrically conductive passivation layer 
is required. 

Use of an electrically conductive passivation layer has 
the additional effect that sheathing the useful structure 
with an electrically insulating material, which would be 
inimical to the aim of forming a "low-k" structure, is 
thus avoided. 

The general observation made in Dl (page 10, lines 13-19) 
that layers could consist of multiple sublayers cannot 
suggest the specific teaching of an electrically 
conductive passivation layer at least between the useful 
structure and the top layer. 
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1. 



Dieser intemationale vorlaufige PrQfungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufiaen Priiftmn 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel aeXrmitteft Vorlauf,gen Prufun 9 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

Beherde vorgenommenen Ber,cht,gungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der VemalfunSriS 
Diese Anlagen umfassen insgesamt 6 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

nfw?rK«^ e F ® ststel, ""g " a ? h Regel 66.2 a)ii) hlnsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlqkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 9 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01 827 



I. Grundlage des Berichts 



Beschreibung, Seiten 

1-28 

Anspruche, Nr. 

1-24 

Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 



eingegangen am 08.06.2004 mit Schreiben vom 08.06.2004 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 



zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 



Die Bestandteiie standen der Behorde in der Sprache- 
emgereicht; dabei handelt es sich um: 

D ?nlc S h P Re C g h e e | £1 ^. rSet2un 9' die fQr die Zw *** der internationalen Recherche eingereicht worden ist 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48 3(b)) 

° S^.StSa^ der Pro-ung eingereich, 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 



□ 
□ 



nff^nSnm^S 8 ^ 3 na ? htra 9lich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der mtemafonalen Anmeldung im AnmeldezeitpuKkt hinausgeh" wurdlvorgelegt 

Se^S erfassten 'nformationen dem schnftlichen 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNG SBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTJDE 03/01 827 



Bencht ist ohne Berucksichtigung (von emigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursDriinalich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). y y ursprungiicn 

beizufQg^ b ) mer ' * S ° /C/?e Anderungen enth alten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuhert, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stuteung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: AnsprQche 1,17 

_ „ . Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1,17 

_ Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: AnsprQche: 1,17 



Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Dokument WO-A-0 219 420 (= Dokument D1), das als nachstliegender Stand der Tech- 
nik angesehen wird, offenbart (siehe insbesondere die Zusammenfassung, Seite 9, 
Zeile 8 - Seite 10, Zeile 19, Seite 23, Zeile 4 - Seite 26, Zeile 4 und Fig. 1 und 2) ein 
Substrat mit einer Schicht-Anordnung und ein Verfahren, von denen sich der Gegen- 
stand der Anspruche 1 und 17 durch 

eine elektrisch leitfahige Passivierungsschicht zumindest zwischen der Nutzstruktur und 

der Deckschicht 

unterscheidet. 

Der Gegenstand der Anspruche 1 und 17 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, eine Diffusionsbarriere zum Vermeiden des Ausdiffundierens von Material der 
Nutzstruktur zu schaffen, urn die Wahlfreiheit hinsichtlich des Materials der Deckschicht 
zu erhohen. 

Die in den Anspruchen 1 und 17 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

Das Merkmal einer Passivierungsschicht zumindest zwischen der Nutzstruktur und der 
Deckschicht wurde zwar schon bei einer ahnlichen Schicht-Anordnung benutzt, vgl. 
dazu Dokument US-A-2002/0016058, insbesondere Absatz [0040]. Jedoch schlagt 
dieses Dokument eine elektrisch isolierende Schicht vor. 
Der in diesem Dokument gemachte Vorschlag entspricht daher nicht dem 
unterscheidenden Merkmal der Anspruche 1 und 17, in denen eine elektrisch leitfahige 
Passivierungsschicht gefordert wird. 

Das Verwenden einer elektrisch leitfahigen Passivierungsschicht hat die zusatzliche 
Wirkung, dass dadurch eine Ummantelung der Nutzstruktur mit einem elektrisch 
isolierenden Material vermieden wird, was dem Ziel des Bildens einer "low-k-Struktur" 
entgegenwirken wurde. 

Auch die in Dokument D1 auf Seite 1 0, Zeilen 13-19 gemachte allgemeine 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Bemerkung, dass Schichten aus mehreren Teilschichten bestehen konnten, kann die 
spezifische Lehre einer elektrisch leitfahigen Passivierungsschicht zumindest zwischen 
der Nutzstruktur und der Deckschicht nicht nahelegen. 
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Patentanspriiche: 



1. Schicht-Anordnurig 

• mit einem Substrat; 

• mit einer auf dem Substrat angeordneten Schicht, die einen 
ersten Teilbereich aus zersetzbarem Material und einen 
daneben angeordneten zweiten Teilbereich mit einer 
Nutzstruktur aus einem nicht-zersetzbaren Material 
aufweist; 

• mit einer Deckschicht auf der Schicht aus zersetzbarem 
Material und der Nutzstruktur ; 

• mit einer elektrisch leitfShigen Passivierungsschicht 
zumindest zwischen der Nutzstruktur und der Deckschicht ; 

• wobei die Schicht-Anordnung derart eingerichtet ist, dass 
das zersetzbare Material aus der Schicht-Anordnung mittels 
Dif fundi erens durch die Deckschicht hindurch entfernbar 
ist. 

2 . Schicht-Anordnung nach Anspruch 1 

mit einer Zwischenschicht zwischen dem Substrat urid der 
Schicht aus zersetzbarem Material und aus der Nutzstruktur. 

3 . Schicht -Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 
bei der das Substrat Silizium aufweist. 

4. Schicht -Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, 

bei der die Deckschicht und/oder die Zwischenschicht aus 
dielektrischen Material hergestellt ist. 

5. Schicht -Anordnung nach einem der Anspruche 2 bis 4, 

bei der die Deckschicht und/oder die Zwischenschicht aus einem 
oder einer Kombination der Materialien 

• Siliziumoxid; 

• Siliziumnitrid; 

• SiLK; 

• poroses SiLK; 

• Oxazol;. 

• poroses Oxazol; 



Dmf«i/«Kt]Qra Oft 
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Black Diamond; 

Coral; 

Nano glass ; 

JSR LKD; 

Polybenzoxazol ; 

Polybenzimidazol.; 

Polyimid; 

Polychinolin; 

Po lychinoxa 1 in ; 

Polyarylen ; und 

Polyarylenether 



ist. 



6, Schicht-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

bei der die Deckschicht derart eingerichtet ist, dass sie fur 



7. Schicht-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
bei der die Nutzstruktur aus einem elektrisch leitfahigen 
Material hergestellt . ist . 

8. Schicht-Anordnung nach Anspruch 7, 
bei der die Nutzstruktur 

• Silber;. 

• eine Silber-Legierung; 

• Wolfram; 

• Wolfram-Silizid; 

• Aluminium; 

• eine Aluminium- Legie rung ; 

• Kupfer; und/oder 

• eine Kupf er-Legierung 
aufweist. 

9. Schicht-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

bei der die Nutzstruktur aus einem dielektrischen Material 
hergestellt ist. 

10. Schicht-Anordnung nach Anspruch 9, 



zersetztes zersetzbares Material durchlassig ist. 




bei der die Nutzstruktur 

• Sili'ziumdioxid; 

• Siliziumnitrid; und/oder 

• ein keramisches Material 
aufweist. 

11. Schicht-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
bei der das zersetzbare Material thermisch zersetzbar ist. - 

12, Schicht-Anordnung" nach einem der Anspruche 1 bis 11 , 

bei der das zersetzbare Material eines oder eine Kombination 
von 

• Polyester; 

• Poly ether; 

• Polyethylenglykol; 

• Polypropylenglykol; 

• Polyethylenoxid; 

• Po lypr opy 1 enoxi d ; 

• Polyacrylat ; 

• Polymethacrylat ; 

• Polyacetal; 

• Polyketal ; 

• Polycarbonat; 

• Polyurethan; 

• Polyetherketon; 

• cycloaliphatischem Polymer; 

• Polynorbomen; 

• aliphatischem Polyamid; 

• Novolak; 

• , Polyvinylphenol; 

• eine Epoxy-Verbindung; 

• Co-Polymer dieser Verbindungen; und 

• Ter-Polymer dieser Verbindungen 
aufweist . 

13. Schicht-Anordnung. nach einem der Anspruche 1 bis 12, 

bei der das zersetzbare Material photosensitiv ist. 



14. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprtiche 1 bis 13, 
bei der in der zwischen dem Substrat und der Deckschicht 
angeordneten Schicht mindestens eine Stiitzstruktur ausgebildet 
ist . 

15 • Schicht-Anordnung. nach einem der Ansprtiche 1 bis 14 
mit einer entlang der seitlichen Begrenzung des Substrats 
verlaufenden Schutzstruktur zum Schutz der Nutzstruktur vor 
Einfltissen der Umgebung. 

16. Schicht-Anordnung nach einem der Ansprtiche 1 bis 15 
mit einer die Nutzstruktur zumindest teilweise umgebenden 
Pass i vi erungs s chi ch t . 

17 . Verf ahren zum Herstellen einer Schicht-Anordnung 
bei dem 

• auf einem Substrat eine Schicht ausgebildet wird, die 
einen ersten Teilbereich aus zersetzbarem Material und 
einen daneben angeordneten zweiten Teilbereich mit einer 
Nutzstruktur aus einem nicht-zersetzbaren Material 
aufweist; 

• eine Deckschicht auf der Schicht aus zersetzbarem Material 
und der Nutzstruktur ausgebildet wird; 

• eine elektrisch leitfahige Pas sivi erungs schicht zumindest 
zwischen der Nutzstruktur und der Deckschicht gebildet 
wird; 

• wobei die Schicht-Anordnung der art eingerichtet ist, dass 
das zersetzbare Material aus der Schicht-Anordnung mittels 
Dif fundierens durch die Deckschicht hindurch entfernbar 
ist . 

18. Verf ahren nach Anspruch 17, 

bei dem das zersetzbare Material aus der Schicht-Anordnung 
entfernt wird. 

19. Verf ahren nach Anspruch 18, 

bei dem das zersetzbare Material mittels thermischen 
Zersetzens aus der Schicht-Anordnung entfernt wird. 




20. Verfahren nach eiriem der Anspriiche 17 bis 19, - 
bei dem ' 

• die Nutzstruktur aus Kupfer ausgebildet wird; 

• die Nutzstruktur zumindest, teilweise mit einer 
Passivierungsschicht uiranantelt wird, welche 

\ Passivierungsschicht 

o mittels eines "Electroless Deposition" -Verfahr ens 
aus Kobalt-Wolf ram- Phosphor, Kobalt-Wolf ram- Bor, 
Kobalt- Phosphor oder Ruthenium ausgebildet wird; 
. oder 

o mittels eines "Chemical Vapour Deposition" - 

Verfahrens aus Tantal, Tantalnitrid, Titannitrid, 
Wolfram, Wolf ram-Stickstof f oder Wolf ram-Kohlenstof f 
ausgebildet wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 20, 

bei dem die Schicht aus zersetzbarem Material und der 
Nutzstruktur ausgebildet wird, indem 

• zersetzbares Material abgeschieden und strukturiert wird; 

r 

• Material der Nutzstruktur abgeschieden wird; 

• die Oberflache der so erhaltenen Schichtenf olge 

«. 

planarisiert wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 20, 

bei dem die Schicht aus zersetzbarem Material und der 
Nutzstruktur ausgebildet wird, indem 

• Material der Nutzstruktur abgeschieden und strukturiert 
wird; 

• zersetzbares Material abgeschieden wird; 

• ' die Oberflache der so erhaltenen Schichtenf olge 

planarisiert wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 22, 

bei dem mindestens ein zusatzlicher Schichtenstapel auf der 
Deckschicht ausgebildet wird, wobei der zusStzliche 
Schichtenstapel eine zusatzliche • Deckschicht auf einer 
zusatz lichen Schicht aus zersetzbarem Material und einer 



40 ^ 




Nutzs truktur . aufweist . 

24. Verfahren nach Anspruch 23, 

bei dem durch eine Deckschicht voneinander getrennte 
Nutzstrukturen miteinander gekoppelt warden, indem in die 
Deckschicht mindestens ein Kontaktloch eingebracht und mit 
elektrisch leitfahigem Material gefullt wird. 



